
1

>■

jVfnIORIA PisiL CRI P'x IVA

de una p a te n te  de In v e n c ió n  en  España, p o r :  "ü íejoñas en  lo a  

ap a ra  to s  de d esca rga  de e l e c t r o n e s " »  C lase  6 0 . -

A nombre de LOCIn^A'n IbnR.lCA CONLj.RJoCION.fciL JaLiA/iR lo  AL 

Res i  d en te  en  ¿XARE i r , -  

r t r b . -  4 2 .0 5 7 .-

M
A .G . -  2 .5 5 8 . -



5

*

10

15

20

*

25

¿tíi invento se r e f ie r e  a aparatos de descarga de e le c t r o ­

nes, y de una manera más p a rticu la r  a l  empleo de un d isp os i­

t iv o  de descarga de electrones como capacitancia ,

iün un á r t ic u lo  publicado en la R evista  "General E lec­

t r i c "  de l mes de noviembre de 1925, páginas 751 a 755¿ e x p li­

que e l  fenómeno por e l  cual, cuando un e lec trod o  cargado nega­

tivamente se coloca en un gas fuertemente ionizado a baja pre­

s ión , es cu b ierto  por una funda de iones p o s it ivo s  cuyo vo lu ­

men está substancialmente exento de e lectrones negativos. 

Aunque las causas de la  formación de esta funda son ya b ien  

conocidas, no obstante, serán brevemente descritas  a continua­

ción .

He notado que esta funda tien e  c ie r ta  capacitancia\ J  

que puede se r  empleada en c ircu ito s  e lé c tr ic o s  con e l  mismo 

ob jeto  que se emplean los condensadores de construcción o rd i­

naria , y que tien e  muchos usos para los cuales no se puede 

a p lic a r  un condensador de construcción ord in aria . A s i, por 

ana lo g ia  con e l  condensador de construcción ord in aria , las 

placas del condensador de mi invención son constitu idas por e l  

e lec trod o  mismo y la  su p er fic ie  e x te r io r  de la  funda de iones 

p o s it iv o s , siendo la  tensión  entre los e lectrodos de l conden­

sador e l  v o lta je  a través <M la funda.

La capacitancia d e l condensador de mi invento, s in  em­

bargo, en contraposición  con e l  condensador de construcción 

ord inaria  es independiente de la  pos ic ión  r e la t iv a  de los ór­

ganos electrodos mecánicos opuestos y puede controlarse e le o *  

troestá ticam en te, como se exp lica rá  más adelan te.

Asi pues, como parte de mi invento he descubierto que 

resu lta  un e fe c to  de capacitancia de la  d is tr ib u c ión  natural
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de loa e lectrones negativos j  los posltiivos iones a lrededor 

^e un e lec trodo  cardado negativamente dentro dr un gas ion iza ­

do, A s i, uno de los fin es  de mi invento es proporcionar una 

forma nueva de condensador, en e l  cual e l  e fe c to  de capacitan­

cia sea debido a la  actuación de los  e lectron es negativos y 

de los iones p o s it ivo s  a lrededor de un e le c trod o  cardado ne- 

ga t ivamente, Otro de los f in e s  de mi invento es u t i l i z a r  esta 

capa citano ia , es d ec ir , esta funda de iones p o s it ivo s  que se 

forma en los  c ircu ito s  e lé c tr ic o s  para los f in e s  para los que 

hasta la fecha se ha u t il iz a d o  un condensador de construcción 

ord inaria  j  de capacitancia comparable.

Otro f i n  más de mi invento es proporcionar un conden­

sador, cuya capacitancia pueda ser controlada eléctricam ente, 

y cuya capacitancia pueda ser variada en proporciones indepen­

dientemente de la  inercia de las partes móviles mecánicas*

Aun otro  f i n  de mi invento es proporcionar un medio por 

e l  cual la capacitancia de la  funda de iones p o s it iv o s , f o r ­

mada como se ha indicado más a rr ib a , pueda ser variada y con­

tro lada  de cualqu ier manera conveniente, como, por ejem plo, 

de acuerdo con señales deseadas, con lo  que podrá ser u t i l i ­

zada en c irc u ito s  e lé c tr ic o s  para fin es  de con tro l de f r e ­

cuencia y otros semejantes.

Otro f  in mas de mi invento es proporcionar un sistema 

y medio por e l  cual la  frecuencia  de o s c ila c ió n  de un gene­

rador de osc ilac ion es  pueda ser controlado, de acuerdo con la 

capacidad de la  funda de iones p o s it ivo s  formada sobre e l  e le c ­

trodo en cuestión.

Los rasaos nuevos que cons idero ca rác te r Íc ticos  de mí 

invento se describen detalladamente en los puntos de las ad­

juntas re iv in d icac ion es , £ in  embarco, mi invento", propiamen-
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te  d icho, en cuanto a su organización y sistema de funciona­

miento, Junto con otros f in e s  y ventajas d e l mismo, será más 

fá c ilm en te  apreciado por medio de la  s igu ien te descripción  

tomada en combinación con e l  d ibujo que se acompaña, en e l  

cual

La figu ra  1 representa un d isp o s it iv o  de descarga de e le c ­

trones que puede emplearse según mi invento.

La figu ra  2 representa un sistema de señales que emplee 

una capacitancia d e l t ip o  a que se r e f ie r e  mi invento, para 

con tro la r  la frecuencia  de un generador de oscilaciones^  y

Las figu ras  3, 4 y 5 representan m odificaciones d ife ren ­

tes  d e l mismo.

Con re feren c ia  a la  figu ra  1 de l d ib u jo , he mostrado 

en e l la  un d is p o s it iv o  de descarga de e lectrones consistente 

en una cubierta en la que se ha^a practicado e l  vac io  1, que 

se ha llenado de un gas atenuado, t a l  como e l  vapor de mer­

cu r io , o de alguno de los llamados ¿ases in e rtes . Para con­

segu ir la  ion izac ión  de l gas se dispone, dentro de la  cubierta , 

un cátodo calentado 2 y un ánodo 3, calentándose e l cátodo 

por medio de un manantial de fuerza e lec trom otr iz  4, y mante­

niendo e l  ánodo a un p o ten c ia l p o s it iv o  apropiado, con r e la ­

ción a l  cátodo, su fic ien te  a mantener la  ion ización  de l gas 

por la  fuerza  e lec trom otr iz  d e l manantial 5. in  6 he ilu s tra ­

do un e le c trod o  a d ic ion a l, dispuesto dentro d e l rec ip ien te  1, 

e l  cual es mantenido a un po ten c ia l n ega tivo  con re la c ión  a l  

cátodo por medio de l manantial de fuerza e lec trom otriz  7,

J¿1 gas, encerrado en e l  rec ip ien te  d e l d is p o s it iv o  de 

descarga de e lec tron es , de p re ferencia  será lo  s u fic ie n te ­

mente atenuado para ocasionar una ion ización  aproximadamente 

uniforme en todo e l  volumen d^l gas. Mo obstante, s i  e l  d is—
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se rea liza se  en forma de una columna;, t a l  como, por ejem plo, 

las empleadas prim itivamente para fin es  de ilum inación, podrá 

emplearse presiones de ¿as a lgo  superiores, n i e lec trodo  so­

bre e l  cual se forma la funda podrá entonces se r  colocado 

dentro de la  reg ión  altamente ionizada a lrededor de la colum­

na de descarga.

Con esta dispos ición> como se ba exp licado en la  pu b li— 

cación  citada más a rr ib a , se forma a lrededor de l e lec trod o  

6 una funda de iones p o s it ivo s  cuya su p e r fic ie  o lim ites  be 

indicado por medio de la linea de guiones 6 ',  insta funda 

es e l  resu ltado de l becbo que los e lectrones negativos que 

se están moviendo dentro d e l gas ionizado son im p os ib ili­

tados de acercarse a l  e lec trod o  6, por la  carga negativa que 

se imprime sobre aquel por la batería  7, Por otra parte , los  

iones p o s it iv o s , que se mueven dentro d e l gas ionizado, pueden 

aproximarse libremente y ca^r dentro d e l e lec trodo  6, La co­

rr ien te  resu ltan te a través de la  batería  6, no obstante* es 

muy pequeña; puesto que es conducida enteramente por iones po- 

s i t  iv o s , Por lo  tan to , ex is te  una capa de gas a lrededor del 

e lec trodo  que, para loo fin es  presentes, puede entenderse que 

está exenta de e lectrones y contiene so lo  iones p o s it iv o s , y 

esta capa de gas, por lo  tan to , constituye la  funda de iones 

pos i t iv o s .

i5,ata funda de iones p o s it iv o s  tiene un espesor deter­

minado, Lu espesor, naturalmente, depende de l po ten cia l ne­

ga t ivo  de l e lec trod o  6 y , como veremos en seguida, de la  in­

tensidad de ion izac ión  del gas. A s i; pues, a lrededor d e l e le c ­

trodo cargado negativamente 6, ex is te  un campo e lé c t r ic o ,  ins­

te  campo se extiende a una d istancia  t a l  que será n eu tra liza -
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do exactamentéL por e l  campo de loa iones p o s it iv o s  d e l gas 

que lo  rodea, ^icho de otro  modo, podemos suponer que cada 

línea de fuerza que se provecta de l e lec trod o  6 tien e  que te r ­

minar en un ion p o s it iv o  de la funda. Asi* cuanto menor sea 

la intensidad de ion ización  de l gas, tanto mas le jo s  se exten­

derá e l  campo e lé c t r ic o  de l e lec trodo  ¿ tan to  mas espesa será 

la funda de iones p o s it iv o s , mientras que, cuanto ma^or s^a la 

intensidad de ion ización  d e l gas, tanto más delgada será la 

funda de iones p o s it iv o s . J¿1 espesor de esta  funda podrá ser 

calculada de las ecuaciones de carga de espacio , como se indica 

en mi a r t ic u lo  en cuestión, j  se verá que es igual a

0.0015 V¿ centím etros, en donde V es e l  v o lta je  a través 
I

de la funda * y I  es la  co rr ien te  de iones p o s it ivo s  en amperes

por,'Centímetro cuadrado de su p erfic ie  de e lec trod o .

A s í, e l  espesor de la  funda podrá ser controlado va— 

135 r iad o , según se desée, variando una o ambas de las dos fuentes 

de p o ten c ia l 5 j  7, la primera de las cuales controla la  in­

tensidad de ion ización  d e l gas la  segunda controla la carga 

d e l e lectrodo  6.

Como se ha dicho anteriorm ente, he comprobado que esta 

140 funda de iones tiene también c ie r ta  capacitancia que puede

ser calculada d medida. A s i, esta funda puede ser v is ta  co— 

mo una región  no conductora, puesto que los  e lectrones no 

pueden en trar en e l l a ,  cntrs dos su p erfic ies  conductoras, una 

de las cuales es e l  e lec trodo  6 que lle v a  una carga de e le c -  

14 5  tronés negativos j  la  otra la  su p er fic ie  de la  funda que es-» 

tá  en e l  po ten c ia l del gas encerrado en la  cub ierta , es d ec ir  

con gases a baja presión , aproximadamente a l  po ten cia l de l 

ánodo 3. ¿ate gas es conductor puesto que en é l  se mueven l i ­

bremente los e lec tron es . Como t a l ,  esta funda, en rea lidad
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es un condensador. La d istancia  entre las placas de l conden­

s a d o r , es d ec ir , e l  espesor de la  funda, s in  embarco* varía  

con la  tensión  del e lectrodo  y con la intensidad de la  ion iza - 

c ión  del ¿as circundante, como se ha exp licado an tes; de aquí 

que la  capacitancia del condensador varía  de acuerdo con este 

po ten cia l de e lec trodo  e intensidad de ion ización  de l ¿as.

Como e l  espesor de la  funda puede ser fácilm ente d e te r­

minado, como se ha indicado, su capacidad puede, como es na­

tu ra l, ca lcu larse de cons ideraciones bien conocidas con res­

pecto  a los condensadores, y se ha comprobado que es i¿ual

a 0.09 m icrofaradios por centím etro cuadrado, donde X es e l  
X

espesor de la  funda en. centtm etros.

Jaste va lo r  de la  capacitancia de la  funda * no obstante* 

es verdad únicamente en aquella  d ivers idad  de frecuencias de 

la  fuerza e lec trom otriz  controladora impresa * bien a l e le c ­

trodo 6 o bien a l  ánodo 5* que es tan a lta  que los .iones que 

se mueven relativam ente despacio no se pueden a ju sta r de

acuerdo con e l  v o lta je  instantáneo. ^ícho de o tro  modi>; este
*

v a lo r  de capacitancia es verdad solamente en cuanto a aquella  

/d iversidad de frecuenciasj^n que e l  período d e l c ic lo  de co­

rr ien te  a lterna es corto  comparado con e l  tiempo necesario  

para que un ión p o s it iv o  a tra v iese  la  funda.

Por otra p a rte , en la  d ivers idad  de frecuencias en que 

los iones p o s it iv o s  pueden a justarse de acuerdo con la  tens ión 

instantánea y , por consi¿u ien te, están continuamente en un es­

tado dd e q u il ib r io  substancia l, la  capacitancia de la  funda 

t ien e  un va lo r  i¿ual a una tercera  parte d e l v a lo r  a n te r io r , 

in tre  estas dos series  de frecuencia  aparece una fre-* 

cuencia a l¿o  c r ít ic a ',  o estrecha banda de frecu enc ias , cuyo 

periodo de l c ic lo  es comparable a l  periodo requerido para que
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c ia s , la capacitancia de la funda cambia de uno de los va lores 

acriba  indicados a l  o tro , ¿ probablemente t ien e  dentro de esta 

banda una re la c ió n  proporcionada con la frecu encia .

íí.1 e le c trod o  6, naturalmente, podrá se r  de cua lqu ier 

construcción adecuada ,/ es conveniente ten^a la  forma de placa 

o r e j i l l a .
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Refiriéndome a l  d ibu jo , figu ra  £, be mostrado un s is t e ­

ma de señales en e l  cual estas son transm itidas por va r ia c ión  

de la frecuencia  de las oscilac iones transm itidas, siendo con­

tro lada  la  frecuencia  de estas oscilac iones por una capacitan­

c ia  del t ip o  de que estamos tratando, He representado en 8 en 

esta figu ra  un d is p o s it iv o  de descarga de e lectrones de l t ip o  

de tres  elementos p rov is to  de un c ir c u ito  o s c ila to r io  9, conec­

tado entre e l  ánodo ¿ cátodo de l mismo, j  un c r is ta l  p ie zo e lé c - 

t r ic o  10 conectado entre la r e j i l l a  ¿ e l  cátodo. También co­

nectada entre la  r e j i l l a  j  e l  cátodo va la  res is ten c ia  de d is­

pe rs ión de r e j i l l a  normal l l .

Con esta d ispos ic ión  se producen osc ilac iones en e l  c i r ­

cu ito  o s c ila to r io  9 como resu ltado de la  fuerza  e lec trom otriz  

o s c ila to r ia  producida en la r e j i l l a  de l d is p o s it iv o  de descarga 

por v ib rac ión  d e l c r is ta l  p ie zo eM é tr ic o , justas osc ilac ion es 

pueden ser transm itidas a un am p lificador apropiado o m u lt ip li­

cador de frecuencia  1£ a través de un condensador de unión 15, 

desde donde podrán ser transm itidas a cua lqu ier c ir c u ito  de 

car¿a adecuado, representado en e l  dibujo por la antena 14.

A f i n  de va r ia r  la  frecuencia de las oscilac iones ge­

neradas por e l  d is p o s it iv o  8, be ilu strado un d isp o s it iv o  de 

descama de electrones 15 dispuesto para s e r v ir  como una ca­

pacidad en derivac ión  con e l  c ir c u ito  o s c ila to r io  9 d e l ¿e -
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nerador de oscilac iones 8. ¿¿ste d is p o s it iv o  de descarga es 

d^ l t ip o  ilu strado  en la figu ra  1 y t ien e  su te rc e r  e lec trodo  

6 conectado a un lado de l c ir c u ito  o s c i la to r io  9, a través de 

un condensador de unión 19, j  su cátodo £ conectado a l  cátodo 

d e l d is p o s it iv o  8 a través de l conductor 20. A s i, e l  espacio 

entre e l te rc e r  e lec trodo  d e l  cátodo de l d is p o s it iv o  de des­

carga 15 puede considerarse conectado en p a ra le lo  con e l  c i r ­

cu ito  o s c ila to r io  9, &1 te r c e r  e lec trodo  6 es mantenido a un

po ten c ia l negativo  fu e r te , con respecto a l  cátodo, por medio 

de una bateria  7 como en la figu ra  1 y e l  ánodo de l d isp o s it iv o  

15 es mantenido a un p o ten c ia l p o s it iv o  por medio de una fuen­

te de po ten c ia l 5, siendo esta fuente de fuerza  e lectrom otriz  

conectada entre e l  cátodo j  e l  ánodo por medio de una induc- 

tanc ia  o res is ten c ia  adecuadq 25. A s i,  la  funda de iones an­

tes  indicada se forma a lrededor d e l te r c e r  e lec trodo  6, siendo 

su capacidad en derivación  con e l  c ir c u ito  o s c ila to r io  9.

A f i n  de v a r ia r  la  frecuencia  de l o sc ila d o r  8, e l  c i r ­

cu ito , cons is ten te  en un condensador 24 j  en e l  devanado se­

cundario de l transformador 2 5 , es conectado entre e l  ánodo 5 

j  e l  cátodo 2. Jul devanado prim ario de l transformador 25 es 

alimentado con energía de frecuencia  vo ca l, que puede ser  ge­

nerada por medio de un transm isor te le fó n ic o  26 y am plificada 

por medio de un am p lificador 27, Con esta d ispos ic ión  se 

verá que la frecuencia  de las oscilac iones es determinada por 

e l  c r is ta l  10 j  la s in ton izac ión del c ir c u ito  o s c ila to r io  9 , y 

la capacitancia de la funda de iones p o s it iv o s , a lrededor de l 

e le c trod o  6, es considerada como parte de l c ir c u ito  o s c ila to ­

r io  9, Cuando las ondas vocales son impresas a l  ánodo 5 por 

medio de l transformador 25 y d e l condensador 24 e l  po ten c ia l 

de ánodo, como es natu ra l, v a r ia , haciendo v a r ia r  e l  ¡¿.rado
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de Ion ización  d e l ¿as encerrado en e l  d is p o s it iv o  de des- 

Qlsr¿a 15. A su vez esto  ocasiona una d ila ta c ió n  j  contrac­

ción  de la funda de iones p o s it iv o s  de acuerdo con las seña­

le s  vocales', s irv ien d o  esta va riac ión  para poder con tro la r 

la frecuencia de l generador de oscilac iones de acuerdo con 

aqu ellas . A s i, la frecuencia de las osc ilac ion es producidas 

es modulada se ¿Un las ondas vo ca les , siendo m ultip licada la 

frecuencia por e l  m u ltip licador de frecuencia  1£«

£in embar¿o, se observará, que en la d ispos ic ión  de 

la fi¿u ra  ce producen dos e fec tos  parcialmente compensadores. 

La fuerza e lec trom otriz  de con tro l, aplicada entre e l  cátodo 

e l  ánodo, no so lo  controla e l  ¿redo de ion ización  de l ¿as, 

sino que también controla la  d ife ren c ia  de po ten cia l a t r a ­

vos de la funda. Esto se desprende, como es natu ra l, d e l he- 

cbo de que la su p erfic ie  e x te r io r  de la funda está subctanctal­

mente a l  p o ten c ia l de l ánodo, mientras que e l  e lectrodo  6 es 

mantenido a un po ten c ia l d e fin id o , con respecto  a l  cátodo, Un 

p o ten c ia l aumentaao a l  ánouo tien e  por e fe c to  aumentar la io ­

n izac ión  d e l ¿as j  de aquí que disminuya e l  espesor de la  fun­

da, Por otra p a rte , la  d ife ren c ia  de p o ten c ia l, aumentado 

a travds de la  funda, que resu lta  de l aumento de po ten c ia l 

d e l ánodo> tien e  e l  e fe c to  de aumentar e l  espesor de la funda. 

A s i es que, e l  cambio de capacitancia es debido a una resu l­

tante o d ife ren c ia  entre estos dos e fe c to s ,

.Ln la fi¿u ra  5 he ilu strado  una m odificación  de la d is ­

pos ic ión  ilustrada en la  figu ra  £ en la que e l  devanado secun­

dario  de l transformador £5 va conectado entre e l  cátodo j- e l  

te rc e r  e lec trodo  o r e j i l l a  6 de l d is p o s it iv o  15. A s i, en es­

ta figu ra  e l  ¿rado de ion izac ión  de l ¿as es mantenido cons­

tante , mientras qû - e l  v o lta je  a travds de la funda es variado.
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Asi* la  carrea de capacitancia es debida a este  único e fe c to *

lista última forma de con tro l de la  capacitancia de la 

funda posée una u lte r io r  ven ta ja , porque la co rrien te  que pasa 

entre e l  e le c trod o  6 ¿ e l  cátodo es muy in s ign ifica n te *  sien­

do efectuado e l  con tro l deseado enteramente por va riac ión  

de l po ten c ia l impreso a l  e le c trod o  6, Por otra parte* una 

c ie r ta  cantidad de corrien te  ha de pasar necesariamente de l 

cátodo a l  ánodo 3 para producir la  ion izac ión  necesaria de l 

¿as encerrado en e l  re c ip ien te . La va r ia c ión  de la  capaci­

tancia  se r e a liz a  en la d ispos ic ión  de la -figu ra  2 en gran 

parte por va r ia c ión  de esta co rr ien te . A s i,  se n eces ita  va­

r iac ion es  mayores de p o ten c ia l para obtener las variaciones 

deseadas de capacidad. Además, siendo constante e l  p o ten c ia l 

de l ánodo en la  d ispos ic ión  de la  figu ra  3, no ex is te  p e l i ­

gro  de que se interrumpa la ion ización  d e l gas, mientras que 

con la  d ispos ic ión  de la  figu ra  2, para e v i ta r  la d is to rs ión  

de las señales transm itidas* e l  p o ten cia l mínimum d e l ánodo 

tien e  que ser lo  suficientem ente elevado para mantener la  

ion ización  d e l gas.

¿ai la  figu ra  4 be ilu strado  otra m odificación  u lt e r io r  

d e l invento, en la cual e l  devanado secundario del tra n s fo r­

mador 25 es conectado a un b i lo  común a l  c ir c u ito  d e l ánodo 

& y d e l e lec trod o  6. A s i, en esta f ig u ra , cuando e l  po tencia l 

p o s it iv o  d e l ánodo se aumenta, e l  p o ten c ia l negativo  d e l e le c ­

trodo 6 disminuye en la misma proporción. La d ife ren c ia  de 

p o ten c ia l a través de la funda, permanece a s i  constante, s ien ­

do debido e l  cambio de capacitancia enteramente por e l  cambio 

de ion ización  d e l gas.

¿ai la figu ra  5 be mostrado también otra m odificación  do 

mi invento en la  cual e l  ánodo va conectado a un punto ín te r -
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mecILo d e l devanado secundarlo d e l transíormador 25, bien de 

rfa figu ra  3 o de la  ricura 4, Pe esta manera los e fec tos  Indi­

cados en re la c ió n  con estas fi¿u ras  son combinados en re la c ión  

ayudada. Así., en esta figu ra  la  parte de .la derecha del deva­

nado secundarlo va conectada a l  c ir c u ito  de l ánodo 3 y de l 

e lec trod o  6, Por cons i¿ulente # tiene e l  e fe c to  d esc r ito  en 

re la c ió n  con la  figu ra  4# es d e c ir , un cambio de la Ion iza­

c ión  de l ¿as s in  cambio de tens iOn a través de la  funda,

Por otra p a rte , la  pa ite  de la  Izquierda d e l devanado secun­

darlo  va conectada solamente a l  c ir c u ito  d e l e lec trodo  6 y , 

por lo  tanto# tien e e l  e fe c to  d esc rito  en re la c ió n  con la 

figu ra  3, es d e c ir , un cambio de la  tens IOn a travos de la  fun­

da s in  cambio de ion ización  de l ¿as. Como un aumento de io n i­

zación de l ¿as, debido a la  parte de la derecha del devanado áe 

cundario# tien e  lu¿ar simultáneamente a una disminución de la  

tensión# a travos de la funda, debido a la  parte de la izq u ie r­

da d e l devanado secundario# y como estos dos e fectos tienden 

ambos a dism inuir e l  espesor de la funda  ̂ a aumentar su ca­

pac itan c ia , se verá que ambas tensiones actúan en re la c ió n  

anudada.

Aunque he d esc r ito  unaaplicaciQn p ráctica  de mi inven­

to ,  en la  cual e l  d is p o s it iv o  15 de descarga es u t iliz a d o  

para con tro la r la frecuencia de un osc ilad o r de c r is ta l#  se 

comprenderá, naturalmente, que mi invento no ha de l im ita r ­

se a es to , puesto que e l  condensador p ro v is to , de acuerdo con 

mi invento, podrá ser empleado para cas i todos los fin e s  para 

loa que se emplea un condensador ord inario  de capacitancia com­

parab le . te manera semejante, aunque he ilu strado m odifica­

ciones espec ia les  de mi invento, es evidente que estas m od ifi-
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caci.on.es han s ido  elegidas para ilu s tra r  claramente las  p r in c i­

pios que supone dicho invento, pero no deseo l im ita r lo  a e l la s ,  

sino que pur den introducirse muchas m odificaciones más* in  

los puntos de las re iv ind icac iones me propongo abarcar las va­

r ia s  ap licaciones susceptib les de se r  llevadas a cabo con mi 

invento, a la vez que todas aquellas m odificaciones del mismo 

335 que no se separen de l verdadero e s p ír itu  y alcance d e l mismo*

N O r± A

Los puntos de invención propia y nueva que se presentan 

para que sean ob jeto  de esta patente de invención en España, 

son los s igu ien tes :

1 ,-  La combinación, con un c irc u ito  e lé c t r ic o  que nece- 

340 s ite  capacidad conectada entre un par de term inales* de un

d isp o s it iv o  de descarga e lé c tr ic a  consistente en una cubierta 

que contenga ¿aa ionizado; un e lectrodo  dispuesto dentro de 

dicho d is p o s it iv o  de descarga de e lectrones y conectado a 

uno de dichos term inales, j  un medio para mantener dicho e le c -  

^ 34-5 trodo en un po ten c ia l n ega tivo  con respecto a l  po tencia l d e l 

gas en cuestión , siendo conectado e l  o tro  de los term inales 

a un segundo e lec trod o  dentro d e l d is p o s it iv o  de descarga, 

con lo  cual se forme una funda de iones p o s it iv o s  a lrededor 

d e l e lec trodo  mencionado en primer lugar* siendo e l  po ten c ia l 

negativo  j  la  intensidad de ion ización  de l gas reguladas de 

t a l  forma que hagan que dicha funda tenga la  capacitancia 

que necesita  e l  c ir c u ito .

350
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< 2,~  Un condensador,, consistente en un re c ip ien te  llen o  

^ e  un ¿as atenuado; una p lu ra lid a d  de e lec trod os  dispuestos 

dentro de dicho r e c ip ie n te ; un medio de a lim en tar de co rr ien te  

unos de dichos e le c trod os , con lo  cual re producirá la  io n i­

zación  d e l ¿as ; un medio de mantener o tro  de los e lectrodos 

con un p o ten c ia l su fic ientem ente n ega tivo , con respecto  a l  

p o ten c ia l d e l ¿as, para hacer que se forme una funda de iones 

p o s it iv o s  en ese o tro  e le c tro d o , siendo conectado a este  uno 

de los  term inales d e l condensador* mientras que e l  o tro  term i­

na l es conectado a un e le c tro d o  d ife ren te  en re la c ió n  conducti­

va con e l  ¿as.

3 , -  im combinación, un condensador consisten te en un 

e lec trod o  s ó lid o ; un e le c trod o  ¿aseoso y un medio de con tro la r  

la  capacitancia  de dicho condensador,

4 .  -  mn combinación, un condensador consisten te en un 

e le c tro d o  s ó lid o  y un e le c trod o  ¿aseoso, d un medio de con­

t r o la r  la  capacitancia  de l condensador, que a su vez compren­

da un medio de v a r ia r  la  d is tanc ia  entre los  e lectrodos*

5 «- mn combinación, un condensador con un único e le c t r o ­

do s ó lid o  conductor,, un manantial de fuerza  e le c tro m o tr iz , ¿ 

un medio enteramente e lé c t r ic o  para co n tro la r  la capacitancia 

de l condensador de acuerdo con dicha fu erza  e le c tro m o tr iz ,

6 , -  Jm combinación, un re c ip ien te  cerrado herméticamen— 

t e ;  e lec trodos  condensadores dispuestos dentro de dicho r e c i ­

p ie n te ; conductores de entrada que se prolon¿uen a través de 

dichos e lec trod os  y un medio de v a r ia r  la  capacitancia entre 

los  e lectrodos condensador a través de determinados conducto­

res de los indicados.

7 . -  mi sistema de co n tro la r  la  capacidad de un conden­

sador consisten te en un re c ip ien te  lle n o  de ¿as ionizado y
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un e le c trod o  dentro de dicho rec ip ien te  mantenido a un pot^n—
£
c ia l  n ega tivo  con respecto  a l  gas, que comprende en s i  e l  

c o n tro l de intensidad d  ̂ ion izac ión  de dicho gas, de acuerdo 

con la  capacidad deseada,

8 , -  j¡,l sistema de co n tro la r  la  capacidad de un conden­

sador consisten te en un re c ip ien te  lle n o  de ¿as ion izado y

dr un e le c trod o  dentro de dicho r e c ip ie n te , mantenido a un po­

t e n c ia l  n ega tivo  con respecto  a dicho gas, que incluya e l  con­

t r o l  d e l p o ten c ia l n ega tivo  impreso a l  e le c tro d o  de acuerdo 

con la capacidad deseada,

9 , -  ü.1 sistema de co n tro la r  la  capacidad de un conden­

sador consisten te en un re c ip ien te  lle n o  de un gas ion izado, 

y en un e le c tro d o  dentro de dicho r e c ip ie n te , mantenido a un 

p o ten c ia l n ega tivo  con respecto  a dicho gas, con lo  cual se 

forme una funda de iones p o s it iv o s  en dicho e lec trod o  que in­

cluya e l  co n tro l d e l espesor de dicha funda de acuerdo con la 

capacidad deseada,

10 , -  ü l sistema de co n tro la r  la  reactan cia  de un c i r ­

cu ito  e lé c t r ic o  que inclusa un d is p o s it iv o  de descarga de 

e lectron es que tenga clectrox ios separados a c ie r ta  d is ta n c ia , 

y conectado dentro de dicho c ir c u it o ,  que incluya la  v a r ia ­

ción  de capacidad dentro d e l d is p o s it iv o  entre sus e lec trod os .

11, -  i.1 sistema de co n tro la r  la  reactan cia  de un c ir c u i­

to  e lé c t r ic o  que incluya un d is p o s it iv o  de descarga de e le c ­

trones p ro v is to  de e lec trodos  separados a c ie r ta  d is ta n c ia , en 

una atmósfera de gas ion izado, y conectados en dicho c ir c u ito ,  

que incluya e l  con tro l de la  d is tr ib u c ión  de iones y e le c t r o ­

nes a lrededor de uno de dichos e le c trod os ,

12, -  .fcl sistema de co n tro la r  la  reactan cia  de un c i r -
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c u lto  e lé c t r ic o  que Incluya un d is p o s it iv o  de descarga de e le c -  

rones p ro v is to  de e lectrodos separados a c ie r ta  d is ta n c ia , 

en una atmosfera de gas ion izado, y conectados en dicho c ir c u i­

t o ,  que incluya e l  imprimir a uno de dichos e lectrodos un 

p o ten c ia l n ega tivo  con respecto  a l  p o ten c ia l d e l gas y en va­

r i a r  dicho p o ten c ia l de acuerdo con la  capacidad deseada.

13, -  ĵ n combinación, un transm isor de señales que inclu­

ya un d is p o s it iv o  de descarga de e lec tron es  consistente en 

un re c ip ien te  que contenga gas; un medio para ion iza r dicho 

gas y un medio de v a r ia r  la  intens idad de dicha ion izac ión

de acuerdo con señales que se desée tra n s m it ir  por dicho trans­

m isor,

14, — Jai combinación, un generador de osc ila c ion es*  un 

d is p o s it iv o  de descarga de e lectron es consisten te en un r e ­

c ip ien te  que contenga un gas; un medio de io n iza r  dicho gas, 

y un medio de con tro la r  la  frecuencia  de dicho generador de 

acuerdo con la  intensidad de la  ion izac ión  de diego gas,

15. -  Jai combinación, un generador de o s c ila c io n e s ; un 

d is p o s it iv o  de descarga de e lec tron es  consisten te en un r e c i ­

p ien te que contenga un gas; un e lec trod o  dispuesto en dicho 

gas; un medio para hacer que se foime una funda de iones po­

s i t iv o s  a lred ed or de dicho e le c tro d o , y un medio de contro­

la r  la  frecuencia  de dicho generador en respuesta a l  espe­

so r de dicha funda.

16. -  Jm combinación, un c ir c u ito  s in ton izado , un dispo— 

s i t i v o  de descarga de e lec tron es  p ro v is to  de un par de e le c ­

trodos conectados a través de una parte de dicho c ir c u ito ,  

uno de cuyos e lectrodos  sea mantenido a un p o ten c ia l n ega tivo  

con respecto  a l  o tro , y un medio de v a r ia r  dicho p o ten c ia l ne-* 

g a t iv o  con lo  que se va r íe  la  s intonizaciOn de dicho c ir c u ito .

-  15 -
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17, -  Jin combinación, un transm isor de a lta  frecu en c ia ,
A
¿ un medio de modular las o sc ila c ion es  transm itidas por dicho 

transm isor, cuyo medio comprenda un d is p o s it iv o  de descarga 

4W:5 de e lectron es p ro v is to  de Sínodo* cátodo y un te r c e r  e le c trod o , 

cu,yo ánodo sea mantenido a un p o ten c ia l p o s it iv o  con respec­

to  a l  cátodo y cuyo t e r c e r  e le c trod o  sea manteniuo a un poten­

c ia l  n ega tivo  con respecto a l  cátodo* conexiones entre ulcho 

transm isor y dicho cátodo y t e r c e r  e le c tro d o , y un meció de can 

4=50 t r o la r  dicho d is p o s it iv o  de descarga de t a l  manera que se

pueda modular las osc ila c ion es  producidas por dicho transm i­

so r,

18, —“Mejoras en los aparatos de descarga de electrones!!., 

todo t a l  y conforme se describe en la presente memoria la

¿¡,55 cual consta d e '456 lin eas y a t i t u lo  de ejem plo se representa 

en e l  adjunto d ibu jo ,

üfódrid i  de septiembre de 1931,
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Timo, Sr# Jefe d e l R eg istro  de l a  Propiedad In d u s t r ia l ,—

Don E« V,m ae sa la z a r  A lons o, en nombre y r  epr es ent so i  6n 

de la  Sooiedad Ib e r io a  de Construcciones E lé c tr ic a s  « - a  V, s*  

atentamente expone:

Que t a jo  e l  n °« 124.010, deposité  una s o lic itu d  de patéate  

de invención por ríe jo ra s  en lo s  aparatos de descarga de e lectrones  

en 2 de setiem bre de 1931p y  como q u ie ra  que en la  misma tía obser­

vado que la s  memorias primeramente rem itidas estén  incom pletas, 

desenado quésancx e l  d e fec to  advertido , rem ito nuevas memorias
/

por t r ip lic a d o #  con ob jeto  de que estas sean unidas a l  expedien­

te  dé su razón»

En v ir tu d  de lo  expuesto

a  V, S, su p lico  se s ir v a  ordenar se agreguen a l  expediente de patente de

invención n ° .  124.010 la s  ad juntas memorias, para lo  c u a l adjunto  

e l  correspondiente papel da pagos a l  Estado»

¿Madrid, 26 de setiem bre de 19 ? l,~

i
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